
 Фор-

мат 
Зо- 

на 
Поз. Обозначение Наименование   Кол. Примечание 

       

    
Документация 

  

       

   CАМ21.02.000 СБ Сборочный чертеж   

   САМ21.02.000 Э3 Схема  электрическая   

   
 принципиальная   

   САМ21.02.000 ПЭ3 Перечень элементов   

       

    Детали   

  1 САМ21.02.001 Плата 1  

       

    Прочие изделия   

       

    
Конденсаторы  

  

  2  ЧИП-0805-10пФ ±5%NPO 1 C41 

  3  ЧИП-0805-27пФ ±10%NPO 2 С24,С25 

  4  ЧИП-0805-6800пФ ±10%X7R 1 С40 

  
5 

 
ЧИП-0805-0,01мкФ ±5%X7R 7 

C2,C3,C12, 

C18,C27, 

C28,С30 

 

  6  ЧИП-0805-0,1мкФ ±5%X7R 25 
С1,С5,C6, 

С8,С11,C13 
 

      
C14,C16,C17 

С19- C21,С26 
 

      
C29,С31-C33, 

C35,СЗ7,С39 
 

      
С42,С44-С46 

С48 
 

      
(С32  не 

устанавливать) 
 

        

      
  

 

      

     CАМ21.02.000 
Изм Лист № докум. Подп. Дата  

Разраб. Тер-Саакян  12.09г  Лит. Лист Листов 

Пров. Тетерина   Плата АЦП и БП О   1 5 

Cоглас.      НПФ 

Н.контр. Пузаков     

Утв.     “Центргазгеофизика” 



Фор-

мат 
Зо- 

на 
Поз. Обозначение Наименование   Кол. Примечание 

       

       

  8  К10-17б-0,1 мкФ±10%X7R 1 С38 

      
 

  
9 

 
T-А-16B-4,7 мкФ ±20% 2 С10, C22 

  10  T-В-16B-10 мкФ ±20% 7 
C4,C7,C9, 

C34,C36, 

      
C43,C47 

  
11 

 
T-C-25B-10 мкФ ±20% 2 C15,C23 

       

    Микросхемы   

      
 

  
15  INA118PB (Корпус DIP8) 4 

DA2, DA5 

DA6, DA12 

  16  AD7714YR (Корпус SO24 ) 1 DA8 

  17  ADG609BR (Корпус SO16) 1 DD1 

  18  AD706JN (Корпус DIP8) 1 DA4 

  19  ADR421BR (Корпус SO8) 1 DA9 

  20  OP97F (Корпус DIP8) 1 DA3 

  21  MAX492ESA (Корпус SO8) 1 DA10 

  22  REF195ES (Корпус SO8) 1 DA1 

  23  REF198ES (Корпус SO8) 1 DA7 

  24  LMC555CM (Корпус SO8) 1 DA11 

       

    Резисторы ЧИП   

  26  0805-10 Ом ±5% 2 R22,R23 

  27  0805-51 Ом ±5% 2 R26,R31 

  28  0805-100 Ом ±5% 2 R20,R27 

       

 

      Лист 

     САM21.02.000 2 
Изм Лист № докум. Подп. Дата   

 



Фор-

мат 
Зо- 

на 
Поз. Обозначение Наименование   Кол. Примечание 

  29  0805-1 кОм ±5% 2 R18,R38 

  30  
0805-10 кОм ±5% 7 

R6,R13, 

R15,R24 

  
    

R25,R30, 

R32 

       

  31  0805-20 кОм ±1% 1 R36 

  32  0805-22 кОм ±5% 1 R21 

  33  0805-30 кОм ±1% 1 R35 

  34  0805-51 кОм ±1% 2 R1,R17 

  35  0805-62 кОм ±1% 1 R34 

  36  0805-120 кОм ±1% 1 R33 

  37  0805-150 кОм ±1% 1 R37 

       

       

    Резисторы  ОЖО.467.099 ТУ  R17 

       

  
40  

C2-29-0,062-1,5кОм÷4,99 кОм ±0,25% 

(подбор) 
1 R5* 

       

  42  C2-29-0,062-10 кОм ±0,25% 1 R4 

  
43  

C2-29-0,062-15 кОм ±0,25% 

(для настройки) 
1 R7* 

  44  C2-29-0,062-20 кОм ±0,25% 1 R16 

  
45  

C2-29-0,062-20кОм÷510 кОм ±0,25% 

(подбор) 
1 R29* 

  46  C2-29-0,062-39,2 кОм ±0,25% 1 R10 

  
47  

C2-29-0,062-56,2 кОм ±0,25% 

(для настройки) 
1 R8* 

       

       

       

       

       

      Лист 

     САM21.02.000 3 
Изм Лист № докум. Подп. Дата   



Фор-

мат 
Зо- 

на 
Поз. Обозначение Наименование   Кол. Примечание 

       

    Резисторы  ОЖО.467.104 ТУ   

  50  C2-23-0,125-10 кОм±5% 2 R11,R12 

       

    Резистор ОЖО.467.179 ТУ   

  51  Р1-16-150 кОм±1%  1 R28 

       

       

       

    
Транзисторы   

  52  BC847C 1 VT1 

  53  BC857C 1 VT2 

       

       

    Резонатор кварцевый   

  
54  

HC-49U-2,4576 МГц 

(выв. под пайку, имп) 
1 Z1 

  
     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Лист 

     САМ21.02.000 4 
Изм Лист № докум. Подп. Дата   



Фор-

мат 
Зо- 

на 
Поз. Обозначение Наименование   Кол. Примечание 

       

   Переменные данные для  исполнений   

       

    САМ21.02.000  На 1500C 

       

    Резисторы ОЖО.467.099 ТУ   

       

  60  C2-29-0,062-2,49 кОм ±0,25% 1 R9 

  61  C2-29-0,062-3,61 кОм ±0,25% 1 R19 

  62  C2-29-0,062-4,99 кОм ±0,25% 1 R2 

  63  C2-29-0,062-6,81 кОм ±0,25% 1 R14 

  64  C2-29-0,062-39,2 кОм ±0,25% 1 R3 

       

       

       

       

    САМ21.02.000-01  На 1200C 

       

    Резисторы ОЖО.467.099 ТУ   

       

  60  C2-29-0,062-2,4 кОм ±0,25% 1 R9 

  61  C2-29-0,062-2,87 кОм ±0,25% 1 R19 

  62  C2-29-0,062-4,32 кОм ±0,25% 1 R2 

  63  C2-29-0,062-5,62 кОм ±0,25% 1 R14 

  64  C2-29-0,062-35,2 кОм ±0,25% 1 R3 

       

       

       

       

      Лист 
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Изм Лист № докум. Подп. Дата   



 









  

Поз Наименование Кол Примечание 

 Конденсаторы   

C1 ЧИП-0805- 0,1мкФ +20% X7R 1  

C2, C3 ЧИП-0805- 0,01мкФ +10% X7R 2  

C4 ЧИП-Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

C5, C6 ЧИП-0805- 0,1мкФ +20% X7R 2  

C7 ЧИП-Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

C8 ЧИП-0805- 0,1мкФ +20% X7R 1  

C9 ЧИП-Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

C10 ЧИП-Т – A– 16B– 4,7 мкФ + 20% 1  

C11 ЧИП-0805- 0,1мкФ +20% X7R 1  

C12 ЧИП-0805- 0,01мкФ +10% X7R 1  

C13, C14 ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R  2  

C15 ЧИП-Т – C– 25B– 10 мкФ + 20% 1  

C16, C17 ЧИП-0805- 0,1мкФ +20% X7R 2  

C18 ЧИП-0805- 0,01мкФ +10% X7R 1  

C19 ЧИП-0805- 0,1мкФ +20% X7R 1  

C20, C21 ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R 2  

C22 ЧИП-Т – A– 16B– 4,7 мкФ + 20% 1  

C23 ЧИП-Т – С– 25B– 10 мкФ + 20% 1  

С24, C25 ЧИП-0805-27 пФ +5% NPO  2  

C26 ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R 1  

C27, C28,C30 ЧИП-0805-0,01мкФ +10% X7R 3  

C29,C31,C33  ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R  3  

C32 ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R 1 
Не 

устанавливать 

 

      

     САM21.02.000 ПЭЗ 
Изм Лист № докум. Подп. Дата  

Разраб Тер-Саакян С.В.  12.09г  Лит. Лист Листов 

Пров. Тер-Саакян В.Г.  12.09г Плата АЦП и БП  O  1 5 

      

Н.контр. Пузаков    НПФ “Центргазгеофизика” 

Утв.    Перечень элементов  



  

 

Поз Наименование Кол Примечание 

C34 ЧИП-Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

C35 ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R  1  

C36 ЧИП-Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

C37 ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R  1  

С38 К10-17б-0,1мкФ +10% X7R 1 имп. 

C39 ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R 1  

С40 ЧИП-0805-6800 пФ +10% X7R 1  

С41 ЧИП-0805-10 пФ +5% NPO 1  

C42 ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R 1  

C43 ЧИП-Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

C44 – C46 ЧИП-0805-0,1мкФ +20 % X7R  3  

C47 ЧИП-Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

C48 ЧИП-0805-0,1мкФ +20% X7R 1  

    

 Микросхемы   

DA1 REF195 ES 1 Корпус SO8 

DA2 INA118PB 1 Корпус Dip8 

DA3 OP97F 1 Корпус Dip8 

DA4 AD706JN 1 Корпус Dip8 

DA5, DA6, 

DA12 
INA118PB 3 Корпус Dip8 

DA7 REF198 ES 1 Корпус SO8 

DA8 AD7714YR 1 Корпус SO24 

DA9 ADR421BR 1 Корпус SO8 

DA10 MAX492 ESA 1 Корпус SO8 

DA11 LMC555СМ 1 Корпус SO8 

DD1 ADG609BR 1 Корпус SO16 

    

 

      Лист 
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Поз Наименование Кол Примечание 

    

 Резисторы   

 Резисторы С2-29B-0,062 – ОЖО.467.099 ТУ   * Настройка 

 Резисторы С2-23-0,125 –ОЖО.467.104 ТУ     

R1 ЧИП-0805-51 кОм+1% 1  

R4 С2-29B-0,062 – 10 кОм+0,25%  1  

R5* Подбор С2-29-0,062 – 1,5 – 4,99 кОм+0,25%   1  

R6 ЧИП-0805-10 кОм+5% 1  

R7* С2-29B-0,062 – 15 кОм+0,25%  1 настройка 

R8* С2-29B-0,062 – 56,2 кОм+0,25%   1 настройка 

R10 С2-29B-0,062 –39,2 кОм+0,25%  1  

R11, R12 С2-23-0,125 – 10 кОм+5%  2  

R13, R15 ЧИП-0805-10 кОм+5% 2  

R16 С2-29B-0,062 – 20 кОм+0,25%  1  

R17 ЧИП-0805 – 51 кОм+1% 1  

R18 ЧИП-0805- 1 кОм+5% 1  

R20 ЧИП-0805-100 Ом+5% 1  

R21 ЧИП-0805-22 кОм+5% 1 Не устанавливать 

R22, R23 ЧИП-0805-10 Ом+5% 2  

R24, R25 ЧИП-0805-10 кОм+5% 2  

R26 ЧИП-0805-51 Ом+5% 1  

R27 ЧИП-0805-100 Ом+5% 1  

R28 Р1-16 – 150 кОм+1%  ОЖО 467.179 ТУ 1  

R29* Подбор С2-29В-0,062 – 20 - 510 кОм+0,25%   

    

    

 

      Лист 

     САМ21.02.000 ПЭЗ 3 
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Поз Наименование Кол Примечание 

R30 ЧИП-0805-10 кОм+5% 1  

R31 ЧИП-0805-51 Ом+5% 1  

R32 ЧИП-0805-10 кОм+5% 1  

R33 ЧИП-0805-120 кОм+1% 1  

R34 ЧИП-0805-62 кОм+1% 1  

R35 ЧИП-0805-30 кОм+1% 1  

R36 ЧИП-0805-20 кОм+1% 1  

R37 ЧИП-0805-150 кОм+1% 1  

R38 ЧИП-0805- 1 кОм+5% 1  

    

    

 Транзистор   

VT1 BC847C 1  

VT2 BC857C 1  

    

    

    

 Резонатор кварцевый   

Z1 HC-49U – 2,4576 МГц 1 
Выв. под пайку. 

имп. 
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Поз Наименование Кол Примечание 

    

    

 Переменные данные для  исполнений   

    

 САМ21.02.000  На 1500C 

    

 Резисторы   

R2 С2-29B-0,062 – 4,99 кОм+0,25%  1  

R3 С2-29B-0,062 –39,2 кОм+0,25% 1  

R9 С2-29B-0,062 – 2,49 кОм+0,25%  1  

R14 С2-29B-0,062 – 6,81 кОм+0,25%  1  

R19 С2-29B-0,062 – 3,61 кОм+0,25%  1  

    

    

    

    

 САМ21.02.000-01  На 120°C 

    

 Резисторы   

R2 C2-29В-0,062-4,32 кОм ±0,25% 1  

R3 C2-29-0,062-35,2 кОм ±0,25% 1  

R9 C2-29В-0,062-2,4 кОм ±0,25% 1  

R14 C2-29-0,062-5,62 кОм ±0,25% 1  

R19 C2-29В-0,062-2,87 кОм ±0,25% 1  
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     САМ21.02.000 ПЭЗ 5 
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